Problema 27

Analizar la siguiente etapa amplificadora para sefales fuertes:

VDD

VDD=45V
Transistor VMOS 2N 6660
Ta=40°C RD
Datos del manual: — AN
BVDSSmin=60V Rs ‘ .
ID(on)=1A4 (min) para VGS=10V AY [ ]
VT=0,8V (min) /! RL
1GSS(max)=500nA a 125°C
Pdmax=750mW a Ta=25°C R2 R —
Tjimax=150°C
Rth,, =15 ¢ L

W —

RI=650K R2=100K RD=250Q2 R=22Q  RL=150Q

a) Calcular el punto de trabajo estatico. Verificar la condicion VDD < 0,.8-VDSSmin y que
el canal se encuentre estrangulado.

o

b) Calcular la PdT y estimando Rth., =2 Vlf

calcular la resistencia térmica del disipador

necesario para el transistor.

c) Graficar las rectas de carga RCE y RCD.

d) Determinar la maxima excursion simétrica de la tension de salida teniendo en cuenta
que el canal se encuentre estrangulado.

o ., P.
e) Calcular Ps, y el rendimiento de conversion nc = Sy
PDD
a) Condicion
VDD < 0,8- BVDSSmin
45V < 48V
ID
Doy, = K-(VGS-vT)? = K=—"19 _
(VGS -VT)
K= Lz = 11,8-10—3i2
(10V - 0,87) 4
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(1) ID=K-(VGS-VT)’
(2) VGS = VGG - ID-R

R2 Asy 100K

VGG =VDD- =45V . — ——= =
R2+R1 100K + 650K

Iterando, de (1) y (2) obtengo:

ID = 100mA VGS =372V
VDS = VDD - IDS - (R + RD) = 45V — 100mA - (22Q + 250Q) = 17,8V

Condicion:
VDS >VGS -VT
17,8V > 2,92 canal estrangulado

b) PdT =VDS-IDQ = 17,8V -100mA = 1,78W

TiM - T TiM ~T o
PdT = — J a — eda:u_ejc_ecd:44_c
0jc +0da +0cd /4
A K. 2
c) Lmark 2=K VDS
\
\
\
op 165
R+R,
Ipo=100F

' >
3,7V Vosmin  Vbsg ~ Vpsmix 45 Vs [V]
17.8V

ID-(RL|RD) = 9.4V
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d)
VDSmin = 17,8V — 9,4V = 8,4V

La maxima excursidon simétrica sera igual a 1D(RL||RD) siempre que se verifique que
para la tension VDSmin esté estrangulado el canal:

VDSmin > |VGS| —|VT]|
8.4V > 2,92V

Womax = 9,4V

Vds 1d _ Vds - Id _ 9,4V~;00mA ATOm I

- s

Ps

_ Ps
PDD

ne PDD =VDD-IDQ = 45 -100mA = 4,5W

 470mW
4,5

ne = 0,104 = 10%

Problema 28

En el circuito de la figura, calcular los valores de los componentes que faltan para
obtener |4Vs| > 10 y una excursién minima de 4 Vpp.

VDD

IDQ=2mA Rs=100K
IDSS=5mA RI=1,5M RD
Vp=-2V R2=2,5M
rds=500K RL=100K R1 I
BVDS0=45V AN

Rs ‘

) -
§RL
R2 §R =
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Analisis de continua:

VGG +IGSS-RG-VGS—-ID-R=0

VGG =VGS+ID-R

2
ID = 0,005-(1 +@) =0,002 = VGS=-0,735

VGG = —0,735V + 2mA- R (1)

VDD < 08- BVDSO0 = 36V (2)

Ganancia de tension:

Rs
S RG vas grds §
@ §937,5K 9 <ng_vgs 500K SP

:

ot (o) g
- vgs Vs - vgs RG +Rs

|4V = gm-(500K]100K]RD)- 0,9036

oID 2-IDSS (. VGS

m=— = — 1 =
=2 s s Vp ( ij 2

|[4Vs] = 3,16-107 - 0,9036-[ S00K]|100K[|RD] > 10 (3)

RD > 3655,8Q

Adopto  RD = 3K9
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Rd = RL|RD = 3753,609Q

Gréaficos:

2
ID = IDSS-(] —Ej
Vp

_ IDSS
sz

_VD+ij2

ID = IDSS - (1
Vp

ID=125-10"-VDS?

ya tenemos la pendiente de la RCD
m=-0,0026644

-VDS?

“‘parabola limite”

Ip[mA] A
Ipg=2 frmme d---ommmo- > SN
| | s
i s Rd
I Vosqz VDISQI VD: [V]
4V 8V
Tomo Q2 [DQ=2mA, VDSQ=4V
VDD =VDSQ+ IDQ-(R + RD)
VDD = 4V +0,002-(3900+ R)  (4)
de (1):
0,625-VDD = 0,735+ 0,002 - R
de (1) y (4):
i VDD =35V = R=11K
DD _ 5 35m4
RD+R
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Amplificadores monoetapas con transistores de efecto de campo en baja frecuencia:

Figura 1
VDD
RD
§R1
H. +
S

+
. RL vo
vi §

%RZ RS

Figura 3
VDD
9
§R1
L
- .
vi %Rz RS RL VO
- _é_ )
VDD

Figura 5
+ 'H
RG
Vi

Figura 2
VDD
RD
|
AN +
————»
+
RS1 ;RL VO
i RS
¢ =
Figura 4
VDD
§R1
s
% +
vi RS1
R2 §RLVO
RS
- = __l_ =

;RLVO
RSZJI:

165



Problema 29

Disénese un amplificador JFET fuente comun con
AV=-4, RiA=100K, RL=20K, IDSS=6mA, Vp=-3V y VDD=20V

a) Utilizar la configuracion de la figura 2
b) Repetir el disefio para la configuracion de la figura 1

IDSS

DO donde Rd'=(RD|RL)+ RSl

o
3V VDSQ 19,2V VDS [V]

IDSS

=4mA

2
Do~ IDSS.[I_EJ . VGS:( (b0 _ j.Vp: 055
Vp IDSS

hallamos RS1+RS2

Fijando IDQ para que cumpla IDQ >

VGS| = IDQ-(RS1+ RS2) = IDQ- RST =  RST=137,50

Calculo de gm: rds
: gmvgs :
gm=72- % 2 g s Q - d
Vp IDSS ] v
Vi
gm =326 10 L ( ;RG RS1 RD ;RL
Q
L
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Sabiendo que: gm = 3,26mS

Ay =& R fiamos RS1 = 47Q RS2 =910
1+ gm- RS1
Rd = AV'(MJ _ 14K
am
r_ 1t N RD = 15K
Ri  RD RL

teniendo ya todos los resistores calculo VDS
VDS = VDD —ID-(RD + RS1+ RS2)=13,5V
Verifico la condicion de estrangulamiento:

VDS > [VGS - Vp|
VDS > 2,45 = VDS =13,5 cumple la condicion

Excursion de la senal de salida:

g = IDO- Rd' -(R—d) =55V

/ Rd + RS1

Se comprueba haciendo un grafico a escala

Calculo de RG:

como Ri>RG = RiA=RG = RG=100K

b) Partimos de:
ID=4mA
VGS=-0,55V

Sabiendo que:

Vth—VRS =VGS
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planteo Vth=1 = VRS =155
RS = 387,50 = 390Q2

Ahora con la formula de ganancia:

4y - &M Rd__
1+gm-RS
entonces:
4-(1 -RS
Rt (LrgmRS) oo
gm

sabiendo que Rd = RL|RD = RD =3236Q = 3K3
VDS = 5,2V
VDS > |Vp| - VGS|
Ahora averiguo los resistores R2 y R1
condiciones: RiA=100K , Vth=1V
R1-Vth=VDD- Rth Rth = RiA
R1=2M =22MQ

R2 =105K = 110KQ

168



